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Cvičení navazuje na přednášku Spektroskopické techniky v 
mikroskopii rastrovací sondou: nano-chemická analýza in situ?. 
Jeho cílem je seznámit posluchače školy s pracovištěm mikroskopie 
rastrovací sondou. 
 
Dva mikroskopy rastrovací sondou (Topometrix TMX 2010 a NanoScope IIIa Multimode, 
Veeco) umožňující zobrazení povrchů pevných látek v rozsahu zvětšení 1000x až přesahující  
60 000 000x s rozlišením dosahujícím molekulární resp. atomární úrovně. Mikroskopy 
využívají základních technik - tunelové mikroskopie (STM) v oblastech pikoampérových až 
nanoampérových tunelových proudů, elektrochemické mikroskopie (SECM) a mikroskopie 
atomárních sil (AFM) v kontaktním, semikontaktním a v režimu laterárních sil. Tato 
kombinace dovoluje studium látek různých fyzikálně-chemických vlastností: od izolantů po 
vodiče; od gelovitých až po tvrdé povrchy, na vzduchu i pod kapalinou. Vzhledem k 
propojení mikroskopů s čtyřelektrodovým potenciostatem, je též možné sledování 
(elektro)chemických dějů in-situ tj. v prostředí (elektro)chemického experimentu. Uvedené 
přístrojové vybavení a vyhodnocovací software umožňuje získat  nejen topografické 
zobrazení povrchu s kótováním ve všech třech osách (např. drsnost, velikost a výška zrn ), ale 
i  fyzikálně-chemické informace (lokální elektrická vodivost, přítomnost funkčních skupin 
apod.). 
 
Pracoviště se zabývá například studiem : 

• topografie a stability kovových nanočástic imobilizovaných na monokrystalických 
substrátech a optimalizací jejich vlastností pro použití v elektrokatalýze a sensorech;  

• reakční kinetiky dějů probíhajících na jednotlivých nanočásticích s využitím metody 
elektrochemické mikroskopie (SECM);  

• vlivu nanostruktury , dopování a senzibilizace oxidických polovodičů na konverzní 
účinnost fotoelektrochemického (Grätzelova) solárního článku. 

 
 
Schéma principu metody rastrovací tunelové mikroskopie (vlevo), mikroskopie atomárních sil 
(vpravo) 




